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概要： III-V族半導体量子構造では2種類のスピン軌道相互作用が存在し、その相対的強さに応じ
て永久スピン旋回状態と呼ばれるスピンの安定状態を実現することが可能となる。ただし、スピン軌
道相互作用が複数存在する場合には磁気伝導測定から高精度にスピン軌道相互作用係数を抜き
出すことができず、特にInSbなどの狭ギャップ半導体における結晶構造に起因するスピン軌道相互
作用係数を高精度に決定することが困難であった。
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期待される研究成果： 狭ギャップ半導体
において通常のホール素子を用いて、右
図に示すような弱反局在/弱局在効果の
ゲート依存性を測定する。弱局在となる永
久スピン旋回状態を利用することで、内在
する全てのスピン軌道相互作用を分離し
て評価できる手法を確立する。これにより、
これまで詳細評価が困難とされてきた
InAsやInSbにおけるドレッセルハウススピ
ン軌道相互作用係数を明らかにすること
が可能となる。
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研究成果（実施状況）： 狭ギャップ半導
体量子構造における弱反局在を記述す
るモデルでは、これまでRashbaスピン軌
道相互作用もしくはDresselhausスピン

軌道相互作用のどちらかが存在する時
のみしか理論式として記述することがで
きなかった。本成果ではこの2種類のス

ピン軌道相互作用どちらもが存在しても
定量的に評価できる新たな理論的枠組
みを構築した。
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